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TS223

eI P AR

SSOP16

Unit:mm

EEELELE:

Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol - -
Min Max Min Max
D 6.000 6.400 0.236 0.251
E 5.100 5.500 0.200 0.216
b 0.290 0.370 0.011 0.014
c 0.150 0.200 0.005 0.008
El 7.600 8.000 0.299 0.314
A 1.850 0.072
A2 1.400 1.600 0.055 0.062
Al 0.050 0.250 0.002 0.010
e 0.65 (BSC) 0.026(BSC)
L 0.750 | 1.050 0.029 |  0.041
H 0.25(TYP) 0.01(T YP)
0 0° | g° 0° | 8°
SIS R AIR A A CHMC WK 22 2003EA K]
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SOT23-6 Unit:mm
EmE |
\ g < \
} )
I H{ LL- ~ .
< =
el
“+— — + — = &
M
D
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol - X
Min Max Min Max
A 1.050 1.250 0.041 0.049
Al 0.000 0.130 0.000 0.005
A2 1.050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.500 0.012 0.020
c 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2.820 3.020 0.111 0.119
E 1.500 1.700 0.059 0.067
El 2.650 2.950 0.104 0.116
e 0.95 (BSC) 0.037(BSC)
el 1.90 (BSC) 0.075(BSC)
L 0.300 0.600 0.012 0.024
0 0° 8° 0° 8°
PN B R R A7 CHMC WA 2.2 20085F4 biH
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Jitg,  LAJRE G T AE S O BT RE & RN B 45 B R R O R A !

> P d AR TR K JE a5, R AR B R 3 R O 2 4R P Uk e E . R R U A R R

7 o
M OB R R CHMC JRASS: 2.2 2ODBTEFEA 1107

www. silicore. com. cn



	SSOP16
	SOT23-6

